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OPISTECHNOLOGII:

Demonstrator technologii sktada sie z przeksztaftnikow
energoelektronicznych o rdznych  topologiach
wykorzystujacych faczniki potprzewodnikowe
wykonane w technologii GaN oraz SiC. Przeksztattniki
zaprojektowane zostaty w koncepcji modufowej.
Koncepcja ta bazuje na opracowaniu szeregu modutow
bazowych, z ktdrych kazdy spetnia okreslona funkcje.
Oprécz modutéw  silnopradowych, wykorzystujacych
faczniki  potprzewodnikowe, obejmuja  one  muin.
moduty pomiarowe, moduty sterownikow bramkowych
oraz interfejs sterujgcy wykorzystujacy procesor
sygnatowy DSP  oraz matryce programowalna
FPGA. Prace przeksztattnikdw nadzoruje komputer
przemystowy, ktdry komunikuje sie z poszczegdlnymi
przeksztattnikami poprzez magistrale CAN.

Przeksztattniki  energoelektroniczne  wykorzystujace
taczniki potprzewodnikowe wykonane w technologii GaN
zastosowano w nastepujacych aplikacjach:

e napedzsilnikiem reluktancyjnym przetaczalnym,

e modularny przeksztattnik wielopoziomowy,

e szesciogateziowy przeksztattnik napiecia statego
do wykorzystania, np. w uktadach tfadowania
akumulatorow.

Przeksztattniki  energoelektroniczne  wykorzystujace
taczniki potprzewodnikowe wykonane w technologii SiC
zastosowano w nastepujacych aplikacjach:

e trojfazowy prostownik aktywny,

e tréjfazowy, czteroprzewodowy falownik napiecia,

e dwugateziowy przeksztaftnik napiecia statego
do wykorzystania z bateria ultrakondensatorow,

podwojny mostek aktywny.

INNOWACYINOSC/
KORZYSCI

Poszczegdlne przeksztattniki
ztozone sg z zaprojektowanych
oraz wykonanych modutéw
bazowych co zapewnia duza
elastycznosc oraz szerokie mozliwosci
rekonfiguracji. Opracowane w ramach prac
aplikacje sa jedynie przyktadami mozliwego
zastosowania zaprojektowanych uktadow
przeksztattnikowych. Przyktadowo, opracowany
uktad prostownika aktywnego moze by¢ wykorzystany
jako falownik napiecia lub filtr aktywny. Wykorzystane
w projektowanych uktadach przeksztattnikowych
faczniki pdtprzewodnikowe wykonane w technologii
GaN oraz SiC umozliwiajg prace ze znacznie wyzszymi
czestotliwosciami przetgczania niz dotychczasowo
stosowane uktady z krzemowymitacznikami
potprzewodnikowymi, co przekfada sie na mniejsze
gabarytowo, a przez to tafisze elementy pasywne.
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